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CYSJ302C GaAs Lineares Hall-Effekt Element

Die CYSJ302C Hall-Effekt Elementserie ist ein mit lonen implantierter Magnetfeldsensor, der aus einem
monokristallinen Gallium-Arsen (GaAs) Halbleitermaterial der Gruppe (IlI-V) hergestellt wird, die lonen-
implantierte Technologie wird angewandt. Er kann ein magnetisches Flussdichtesignal linear in ein

Ausgangsspannungssignal umwandeln.

Eigenschaften

Typische Anwendungen

Blockdiagramm
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Absolute Grenzwerte 3(+) )
Parameter Symbol Wert Einheit
Max. Versorgungsstrom/-spannung Ve 1o0v \%
Max. Versorgungsleistung Po 150 mw
Betriebstemperaturbereich Ta -40~125 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts -40~150 °C
MTBF (Mean Time Between Failures) >100k Stunden
Elektrische Eigenschaften (T,=25°C)

Parameter Symbol Testbedinungen Wert Einheit
Hallspannung am Ausgang Vy B=50mT, V=6V 55~75 mvV
Offsetspannung Vos(Vu) V=6V, B=0 +11 mV
Eingangswiderstand Rin B=0mT, Ic=0.1mA 650~850 Q
Ausgangswiderstand Rout B=0mT, 1c=0.1mA 650~850 Q
Temperaturkoeffizient der Ilc=bmA, B=50mT . oo
Hallspannung am Ausgang aVu (Ta=25°C ~ 125°C) Max: -0.06 Hl°C
Temperaturkoeffizient des _ _

Eingangs-und aRin 'C‘Q'lTA' B_OTT 0.3 %/°C
. (Ta=25°C ~ 125°C)
Ausgangswiderstands
Linearitat AKy lc=5mA B=0.1/0.5T 2 %
Hinweis : Vi=Vuu-Vos(Vy) (Vum: gemessene Spannung)

1 X I:zin (TZ) B Rin (Tl)

oR,, = x100
Ri, (Tl) T,-T
M4

K= IcB

Markt Schwabener Str. 8
D-85464 Finsing
Germany

Tel.: +49 (0)8121 — 2574100
Fax: +49 (0)8121- 2574101
Email: info@cy-sensors.com
http://www.cy-sensors.com



Version 2 \
Freigabe in Mai 2016 —'J\A/\n— Chen’yul',g
Technologies GmbH & Co. KG

Dr.-Ing. habil. Jigou Liu

Zeichnung des Geh&uses (in mm)

2.7+0.1 0.95-01
sen?m
center
o 6{ 0.53
i D ! -
% = Marking : —
B < "20.3 & TN o i -
oz o Sensor o
1 - Wafer L= -~
f {
- Jc,- 057 0.38
= 0.2
— 03]
g (@]
% 04| |, 1l o3
i
i | . L
o Pindefinition
i i i Finning
1 1 Te TB T4 L
R Input 1(£) 3(F)
o 10
*HJ‘ Output | 2(+) | 4(F)
B el el
Charakteristische Kurven
Erlaubte Leistungsabgabe des Gehauses
200
= 160
E ~.
o ™~
120
g R‘"“\
5 80 =
2
X N
2w ~
0
(] 20 40 60 80 100 120 140
Ambient Tempearature:Tg [C]
Markt Schwabener Str. 8 Tel.: +49 (0)8121 — 2574100
D-85464 Finsing Fax: +49 (0)8121- 2574101
Germany Email: info@cy-sensors.com

http://www.cy-sensors.com



Version 2

Freigabe in Mai 2016

Dr.-Ing. habil. Jigou Liu

e

ChenYang

Technologies GmbH & Co. KG

V,-B
600
~=|z const
E 3001 —yi. const
=3
g 400 — |, =10 [mA] |
= Ve =6 [Vl < v
=] Ty =25 [C] C
> 300 =
£
5 200 —
=2 /
5
100 =
0
[1] 100 200 300
Magnetic Flux Density:B [mT]
120
— |l const
= 100 1 — v const -
E /
- a0 T ]
= — B =50 [mT] Ve
§» Ta=25[C] /
= &0 7
= /
= le
T
= 40
B
po= |
Q 20
0
0 2 4 6 8 10

Input Current Ic [mA]
Input Voltage Vc [V]

Vag (VU)-Vg, Vgg(Vu)-lg (For reference only)
15 :

Ambient Temperature Ta [°C]

Magnetic Flux Density ImT = 10G

Hin—T
1000
|
_ 8OO
(=]
c
ﬁ 600
"
)
g 400
o
5
(=%
£ om0
0
=50 0 50 100 150
Ambient Temperature Tg [C]
Vo T
120 .
— lg const le=10[mA]
= Ve==6[V]
=
£ 19 — veeonst B=50 [mT]
= _ lc
© 80 -
g -——-______._____EE____
= -
=E
5 40
=1
8
20
0
-50 0 50 100 150
Ambient Temperature Ta [°C]
Vg (Vu)-T (For reference only)
B
= |¢ const
7 H
=V const
= [ H
% g =10 [mA]
_:? 5 Ve =6 Wi
@ 4 B =0 [mT]
g
£ 3
3
g 2
le
1
Ve
0
50 50 100 150

— |z const

=V const
z ,
e 10 ——B=0[mT]
_;? Ta=25[C)]
o
g /
2 Ve
E 5 .-'"'l'cf,..;-‘—
5 |

_—-—ﬁ
0

0 2 4 6 8 10
Input Current Ic [mA]
Input Voltage Vc [V]
In this Example Rin=750Q, Vos=0.6mV, Vc=6V
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Anwendungshinweise

Die Hallspannung V4 kann positiv oder negativ sein,
wenn der Sensor wie folgt verbunden wird (Schaltung 1):

Pin 1: positive Eingangsspannung V+, beispielsweise +5VDC.
Pin 3: GND

Pin 2: AUSGANG

Pin 4: GND

Es ist nur mdglich die positive Spannung am Pin 2 zu messen. Das bedeutet, dass die Ausgangsspannung
am Nullmagnetfeld null betragt. Diese Spannung wird als Offset-Spannung bezeichnet.

Die Ausgangsspannung ist in diesem Fall nicht gleich der Hallspannung. Die Ausgangsspannung entspricht
der Summe der Offset-Spannung und der Hallspannung.

Die Offset-Spannung wird null, wenn die doppelte Versorgungsspannung V+ und V- am Sensor anliegt
(Schaltung 2):

Pin 1: positive Eingangsspannung V+, beispielsweise +5VDC.
Pin 3: negative Eingangsspannung V-,beispielsweise -5VDC
Pin 2: AUSGANG

Pin 4: GND

In diesem Fall entspricht die Ausgangspannung der Hallspannung.
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